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Materiały Elektroniczne 1 (69) - 1990 

A. KOSTKOWSKI:. Technologie materiałów kompozytowych na bazie Cu-Cr 

W pracy stwierdzono możliwość odtlenienia proszku chromu d/ięki redukcji węglem. Próby redukcji 
wodorem nie przyniosły tego efektu nawet w temperaturze 1500'C. Wykazano, te najefektywniejszą 
metodę zagęszczania kompozytu Cu-Cr jest prasowanie izostatyczne na gorąco kompaktu przygotowa-
nego metodą prasowania izostatycznego na zimno. Nie wyklucza to jednak możliwości stosowania in-
nych metod, np. nasycania miedzią szkieletu Cu-Cr, a następnie dogęszczania przez prasowanie 
izostatyczne na gorąco bez zamykania detalu w formie Jednorazowego użytku. 

A. DULSKA-WEHR, B. IDCZAK: Drut Ag-Ni jako materiał stykowy do styczników powietrznych 

Przeprowadzono badania struktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych materiału Ag-Ni10 
w postaci drutu otrzymywanego metodami metalurgii proszków, przeznaczonego na nakładki stykowe 
do styczników powietrznych. Nakładki stykowe wykonano z drutu. Wyniki badań tego materiału porów-
nano z wynikami odpowiadającego mu materiału francuskiego. 

J. RAABE, E. BOBRYK: Badania nad wpływem domieszki CaO na własności spieków ceramicznych ZnO-ZrOj 

Zbadano wpływ domieszki CaO w ilości do 5% mol. na własności spieków zawierających ZnO i Zr02 
w stosunku wagowym 3:1. Podczas spiekania w temperaturach 1300, 1360 i 1400°C nie stwierdzono 
reakcji między ZnO i Zr02 oraz CaO i ZnO. Zaobserwowano natomiast tworzenie się roztworu stałego 
CaO - Zr02, powodujące obniżenie temperatury przemiany Zr02 (jednoskośny) - Zr02 (tetragonalny). 
Ustalono również, że domieszka CaO powoduje zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej spieków oraz 
zwiększenie stabilności ich charakterystyk oporowo-temperaturowych. 

W. GRZEJSZCZYK: Wpływ pola magnetycznego na proces monokrystalizacji Si metodą Czochralskiego 

Przedstawiono rezultaty badań, pochodzące z różnych źródeł, nad monokrystalizacją Si metodą 
Czochralskiego w polu magnetycznym. Opisano wpływ pola na własności kryształów. W pracy porówna-
no oddziaływanie pola magnetycznego o konfiguracji poziomej i pionowej. 
W zakończeniu poinformowano o badaniach nad monokrystalizacją krzemu w polu magnetycznym, prowa-
dzonych w ITME. 
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Materiały Elektroniczne 1 (69) - 1990 

A. KOSTKOWSKI: Technology of Cu-Cr based composite materials 

The feasibility of chromium powder deoxidation by means of carbon reduction is established. 
Hydrogen reduction was found to be ineffective even at 1500'C. HIPing of the cold isostatically 
pressed green body is demonstrated to be the most successful method of Cu-Cr densification. 
The use of other technology such as impregnation of Cu-Cr skeleton with copper followed by 
subsequent "HIPing without capsule" method is not excluded. 

A. DULSKA-WEHR, B. IDCZAK: Ag-Ni wire - contact component for air contactors 

Structure, mechanical and electrical properties of Ag-NilO wire applied to contact tips of air 
contactors are investigated. 
The contact tips were made of the wire and extensively tested. The presented material and similar 
manufactured in France are compared. 

3. RAABE, E. BOBRYK: Effect of CaO doping on properties of Zn0-Zr02 sinters 

The effect of CaO doping up to 5% mol. on properties of the sinters containing ZnO and Zr02 of 
mass ratio 3:1 is investigated. 
No reactions between ZnO and Zr02 as well as between CaO and ZnO were found over the sintering 
process at temperatures 1300, 1360 and 1400'C. 
The formation of CaO - Zr02 solid solutions is reported and in consequence decreasing the trans-
formation temperature of Zr02 (monoclinic) - Zr02 (tetragonal) Is detected. 
The decline in mechanical endurance and increasing stability of temperature-resistivity characte-
ristics of the sinters doped with CaO are also established. 

W. GRZEJSZCZYK: Effect of magnetic field on Czochralski monocrystallisation of silicon 

The applications of magnetic field to Si Czochralski monocrystallisation are reviewed. 
The influence of magnetic field on crystal properties is discussed. 
Horizontal and vertical effects of the magnetic field are compared. 
The research works, performed in Institute for Electronics Materials Technology aimed at Si 
Czochralski monocrystallisation in magnetic field are also reported. 
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Materiały Elektroniczne 1 (69) - 1990 

A. KOCTKOBCKM: TexHO^iorwe KOMnosHXHUX uaïepHajiOB Ha ochobs Cu-Cr 
B paöoie no^TBepxjieHO bosmoxhoctí» BoccTaHOBJieHH/i nopomKa xpowa c noMombio yrjiepoAa. 
Hc0;ieA0BaHHa BoccTaHOsaeHHH BOflopoAOM He npMHec/iH 3.{)4ieKTa ̂ ajKe iipH 1500 U, HoKasano, 
1TO C8MHU 3(J)!})eKTblM HeTO^OM ynJIOTHeHHfl KOMnOSHia Cu-Cr HBJIÍleTCH M30CTaTH>JeCK0e ro-
pHwee npeccoBawHe KoiinosHTHoro uaTepuajia noflroTOBJieHHoro nyieM HaocTamMecKofl 
xoaoAHoH npeccoBKH, mto He MCKJUowaeT bosmoähocth npHnieHeHuH APyrHX mbtoa Ha 
Hp. hacbHueHHH ueAhK) eKeJieia Cu-Cr c nocjie^yomefl AonpeccoBKoW nyreM HaocTain^ec-
Koro ropflwero npeccoaaHHfl öea saKpHBanHa ^eiajiH b annyay OAHOKpaiHoro ynoipeö-
JleHHH. 

A, JiyjIbCKA-BEXP, B. HJlMAKi Ag-Ni npoBOJiOKa KaK KOHTaKTHufl MaiepHa/i äjih BosAyuHux 
KOHTaKTOpOB 

npoDe^eHO HCCJieAOBBHHJi CTpyKiypu, MexaHHMecKHX u 9.)ieKTpH>łecKHX OBoacTB MaiepHajia 
Ag-NilO B aytxe apoBOJiOKM, npeAHasHa^enuoro HaroTOBjienxA KOHTaKXOB BOSAyuiHux 
KOHiaKTopoB. Ha npoBOJiOKH HaroTOBJieHO KOHiaKTHue ÖyTOHU. PeayjibTaiu MCCJieAOBanHfl 
OToro MaiepHajia cpaBneno c pesyjiBTBTaMH ajih cooTBeTByiomero ({ipaHuyaKoro MaiepHajia. 

H. PAABE, E. BOBPhlKi B^iMflHue npHMecH CaO na CBottcTsa cneKOB ZnO-ZrO^ 
MccaejioBaHO BJiH«HHe npHMecH CaO ao 5 moji.% iia CBOflCTsa oneKOB coflep*aK)!HHX ZnO 
H Zr02 B oTHomeHHH BecoBux vacrett kbk 3:1. Bo spewH cneKanH/j b leunepaiypax 
1300, 1360, 1400°C He yiBep*AeHO peaKUHH Me^Ay ZnO u Zr02 m CaO h ZnO, a yoiaHOB-
;ieHO, 1T0 CaO ASter n0CT0/?HHue pacTBopu c Zr02, noHHücafl leMnepaiypu nepexo^a Zr02 
(MOHOKJiHHHfaiit) - Zr02 (TeipaPOHaJibHbitl). yciaHOBJieHO Taione, m o npHneci. CaO noHHxaei 
MexaHHMecKoe conpaTHBJieHHe cneKOB h yaejiHWHBaeT ycToaMMBOcib hx xapaKiepHCTHK 
conpOTHBJieHHe - xeMnepaiypa. 

B. r*EÎÎmUKt 0 BJiHHHHH MarHMTHoro nojia na npoueccw pocTa MOHOxpHCTaJiJiOB KpeiiHUH 
UeTOÄOM MOXpaJIbOKOBO. 

B ciaibe npeACiaBJieHO coBpeueHHue BarasAti h norepHHyTbie h3 pasHUX paÖOT peayjibia-
Tu HCCJieAOBaHHl) no npoueccaM pocra MOHOKpHCTaJiJioB KpeuHHH mctoaom ^oxpaxbCKoao 
D MaPHHTHOM nOJie. OÖCyXAeHO T0*e BJIHHHHe MarHHTHOBO nOflH Ha CBOttCTBa MOHOKpHCTajI-
JiOB. B paÖoie c^eJiaHO cpaBHHTeJibHHit ana^iHS HcnoJtbaoBaHiiA BepTHKaJibHOBO h ropnaoH-
Ta;ibH0B0 MarHHTHOSo noJiH. B KOHue CTaibH npeACTaBjieno HH({iopMauHH OTHOCHTeJibHO 
np0H3B0AHMUX B HT3M paOoT no tcmc pocra M0H0KpHCTa;i;i0B xpeMHUH c HcnoJibaoBaHHeM 
MarHHTHOBO nojlfl. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcja Materiałów Elektronicznych uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie podanych niżej 
wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami 
i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedyńczycłi arkuszacti formatu A4, jednostronnie z interli-
nią ,z marginesem 3,5cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 
65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w którycti powinny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie w maszyno-
pisie całego artykułu, w ' egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie streszczenia 
w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w ' egzemplarzach, także przetłumaczony 
tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone 

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów) w 3 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery 
fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie — ołówkiem. Numeracją należy objąć 
rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaźników lub skali — prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od 
fotografii do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytut azieła, tytuł czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście 
powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar 
(SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. 
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać ołówkiem w lewym 
marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych 
skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do druku 
w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwą 
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytułu naukowego lub 
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesłania honorarium). W przypadku 
artykułu opracowanego przez zespół Autorów prosimy o podanie procentowego udziału 
autorskiego. Bez tych danych honorarium będzie dzielone na równe części. 

http://rcin.org.pl



C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H 
ul. W ó l c z y ń s k a 133 01-919 W A R S Z A W A 

http://rcin.org.pl




